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В последнее время возрос интерес к созданию светодиодов на основе кремния с использованием глубоких уровней, обусловленных введенными примесями и дефектами кристаллической решетки [1]. Одним из источников линий люминесценции могут быть примесно-дислокационные комплексы с участием переходных металлов [2] или экситоны в связанном изоэлектронном центре [3]. В настоящем сообщении приведены результаты исследования фотолюминесценции кремния, имплантированного ионами цинка. 

Пластины CZ n-Si(100), содержащие фосфор с концентрацией NP=2×1015cм-3, были имплантированы ионами цинка 64Zn+ c дозой D=5×1016cм-2 и энергией E=50кэВ при температуре подложки 350оС. Затем пластины были изохронно последовательно отожжены в течение 60мин в инертной среде Ar при температурах от 400 до 1000(C. Источником возбуждения при исследовании фотолюминесценции (ФЛ) служил полупроводниковый лазер с длиной волны λ=650нм и мощностью возбуждения 1Вт/см2. Спектры ФЛ измерялись в диапазоне температур (4.2-100)К. Исследованные образцы имели размеры 5,0×5,0×0,4мм3.
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Спектры ФЛ исследованных образцов в ближнем ИК-диапазоне представляют собой широкий максимумом в области 1350-1450нм, а также набор узких пиков. Малоинтенсивные пики в положении 1135нм являются ТО повторением линии связанного экситона в кремнии 1077нм. Спектр ФЛ зависит от разных условий (температура, мощность накачки). Приводится обсуждение полученных результатов и зависимость их от условий эксперимента.
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� EMBED Origin50.Graph  ���Рис. 1. Спектр ФЛ образца, отожженного при 800оС, при разных мощностях накачки.
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